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This paper presents the investigation of the curent-voltage and
capacitance-voltage caracteristics of the ZnTe/CdTe heterojunctions (HJs)
fabricated by close space sublimation method. The analysis of characteristics
indicates to existence of a high resistive layer at the interface of ZnTe/CdTe.
It is established that the forward current is dominated by the diffusion and
generation-recombination processes at the low biases and by the drift-
diffusion model at high biases. Capacitance-voltage measurements indicate
the considerable numbers of deep recombination centers in the depletion
region of the ZnTe/CdTe HJs.

Studierea complexa a dependentelor curentului electric si capacita-
tii de marimea §i polaritatea tensiunii, aplicate la diferite temperaturi
ale mediului inconjurdtor, permite a stabili modelul de benzi energeti-
ce ale heterojonctiunilor (HJ) cu ajutorul caruia se pot interpreta pro-
cesele fizice ce au loc 1n heterojonctiunea cercetatd si a elucida caile
de sporire aparametrilor dispozitivelor.
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Heterojonctiunile ZnTe/CdTe au fost obtinute prin depunerea straturi-
lor de ZnTe prin metoda volumului cvasiinchis pe suporturi de sticla
acoperite cu SnO,. Dupa aceasta, straturile de ZnTe s-au tratat chimic
in solutie de ZnCl; si apoi termic la 400°C in vid timp de 30 min. Ul-
terior, se depune stratul de CdTe prin aceeasi metoda in aceleasi con-

69



ditii tehnologice in care s-a atins un randament de conversie a energiei
solare in energie electrica pentru structurile CdS/CdTe de 10%.

Pentru a studia mecanismul de transport in structurile obtinute, au
fost efectuate masurarile caracterisicii 1-U la intuneric in intervalul de
temperatura 100-300 K. Caracteristicile I-U la jonctiunea p—n la
polarizare directa se descriu cu expresia

eU
=l —-1. )

unde I este curentul de saturatie, N — factorul de idealitate, k — cons-
tanta Boltzmann si T — temperatura. Caracteristica [-U in coordonatele
InI = f(U) trebuie si prezinte o dependenti liniara. Intr-adevar, cum se
observa din Fig.1, aceasta legitate pentru tensiunile aplicate mai mici
de valoarea potentialului de difuzie Uy se respectd. Se observa trei
portiuni liniare, doud mai mici pand la 0,25 V si alta la tensiuni mai
mari de 0,25 V, care se descriu cu ecuatia (1). Mecanismul de
transport este determinat de valorile factorului de ideditate n si
comportamentul curentului de saturatie |s. Pentru prima portiune n = 1
sugereazd dominarea curentului de difuzie. Pentru portiunea a doua,
valorile factorului de idealitate se afld intre 1,1 la 300 K si 2,9 1a 100
K. Pentru aceasta portiune din dependenta In(Ig) = f( /T) s-a determi-
nat energia de activare care este egala cu aproximativ jumatate din va-
loarea benzii interzise. Aceasta sugereaza cad mecanismul de transport
pentru portiunea datd este generare-recombinare a purtdtorilor de
sarcind in regiunea de sarcind spatiald. Din Fig.1 se poate observa ca
la tensiuni mai mari (> 0,25 V) apar portiunile subliniare in toate
caracterigticile I-U, indiferent de temperatura, cu valori ale factorului
deidealitate cu mult mai mari ca 2. Aceasta portiune a caracteristicii I-
U poate fi bine descrisa in contextul teoriei de injectie a stratului de
barg a p-n jonctiunii groase (unde grosimea jonctiunii este mai mare
decat lungimea de difuzie a purtitorilor. In acest caz, se iau in mod
expres 1n considerare procesele de generare si recombinare in
jonctiunea p-i-n, unde i — reprezintd un strat intermediar de conducti-
impuritati, diferite intre ele. Pentru prima data aceasta teorie a fost ela-
boratd de A.Yu. Leiderman [1]. In acest caz caracteristicile 1-U sunt
descrise de ecuatia:

V =V, exp(JaWw) @
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Parametrul 1 este dependent de coeficientul de difuzie a
" 2qD,N,

purtatorilor minoritari (D, = (E) ,Up)$i de concentratia impuritatilor
q

adanci N;, J este densitatea de curent. Cu ecuatia (2) este posibil a
determina parametrul a din caracteristicile I-U:

UZ
i |n(U1) .S
(I,-1)-W ©)
Vdorile parametrului ain functie de temperatura este prezentat in Tabel.
Tabel
Valorile parametrului a si concentratiei impuritatilor
N; in functie de temperatura

TK | 30 280 260 240 20 200 180 160 140
a |5710° | 11610° | 62810 | 1010° | 60-10° | 10.610° | 166:10° | 20-10° | 23.510°

N, 34 16 31 97 32 18 12 97 82

o | 10® 10 10 10 10" 108 108 10 10"

Capacitatea p-n a jonctiunii la o tensiune U este data de relatia [2-4]:

ge,e,N ~
= A{Z(Ub. +U)} ¢

unde Np este concentratia unpuntatllor donoare in stratul de sarcina spa-
tiala (W); q — sarcina elementard electricd, ¢ — permitivitatea semicon-
ductorul ui; A — aria jonctiunii; Fig.2 prezintad dependenta 1/C%= f(U) la
diferite frecvente de masurare, din datele prezentate in Fig.2 s-a estimat
concentratia impuritatii donoare (Np) si s-a trasat distributia (Np) pe
adancimea jonctiunii (W) (Fig.3).
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Fig.3 Distributia concentratiei impuritdtilor donoare pe largimea regiuniii de
sarcina spatiala aHJZnTe/ CdTe
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Ecuatiile de mai sus presupun distributia in regiunea de sarcind
spatialda situata intr-o singurd componentd a jonctiunii. Studiul
caracteristicii capacitate-tensiune si caracteristicii curent-tensiune a HJ
ZnTe/CdTe indica la un numar considerabil de centre de recombinare
adanci in regiunea de sarcina spatiala.
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